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摘要(译)

本发明提供一种半透射半反射电极基板，其具有透明导电层，该透明​​导
电层几乎不产生由蚀刻引起的残留物，并且耐金属反射层（金属层）的
蚀刻剂，制造方法半透射和半反射电极基板以及使用该半透射和半反射
电极基板的液晶显示装置。具体地，本发明涉及一种半透射和半反射电
极基板，包括透明基板，透明导电层，其设置在透明基板上并包含氧化
铟作为其主要成分，并且还包含选自钨的一种或两种或更多种氧化物氧
化物，氧化钼和氧化铌以及金属反射层，其设置在透明基板上，反射外
来光并与透明导电层连接，制造半透射和半反射电极基板的方法和液体
使用半透射和半反射电极基板的晶体显示装置。这种半透射和半反射电
极基板几乎不产生残留物，具有高加工性并提高产率。
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